KD 501, KD 502, KD 503 NPN — PRO LINEARNI APLIKACE

NPN — TPAHIWCTOPEl 1118 TMHEAHBIX CXEM & MPN

LINEARANWENDUNGEN

TRANSISTORS FOR LINEAR CIRCUITS = NFN

Kfemikove tranzistory NPN, se ztratovym vykonem 150 W, vyrobené
technologii MESA s epitaxni bazi, vhodné pro koncové stupné nizko-

frekvenénich zesilovaéi.

Kovové pouzdro se dvema kolikovymi vyvody ve sklenénych priochodkach.

Kolektor vodivé spojen s pouzdrem.

Hmotnost. max. 25 g.

1L wywodd posrytych pajkou

maa | 8 mm
we  vZdakenost
1.5 mm od pouZdra

TOMed se

TRANSISTOREM FUR

Tﬂ?'ﬂ}!ﬂ_l

:

DY

bl
JL!
1," i

(-

|

Mezni hodnoty: B =2k o0
4
Napéti kolektor — emitor KD 501 Uceo max. 40 )
KD 502 Uegn Max. 60 v
KD 503 Uegn max. BO v
Mapéti kolektor — emitor
Ry =474 KD 501 Ueer max. 50 v
KD 502 Urgn max ' 70 v
KD 503 Ueen max. { 90 v
Napéti emitor — baze Ui max. 5 v
Proud kolektoru (stejnosmeérny) [ max. 20 A
Proud kolektoru impulsni [ max. 30 A
Proud baze (stejnosmérny) [ max. 7 A
Ztratovy vykon celkovy') P max. 150 W
Tepelny odpor pfechod — pouzdro R max. 0,866 KW
Teplota prechodu i max. 155 oG
Teplota pii skiadovani (L max. —50 ... +50 °C
') Ztratowy vykon e piesnéji definovan tak de ph U, = 30V B, = 100 °C a P_ = 65 W nesmi dojit k druhemu privazu
Charakteristické Odaje: B= 2520
Jmenovité hodnoty: min.—max.
| Napéti kolektor — emitor
| (L=02A) KD 501 e 40 v
KD 502 9 =60 v
KD 503 Ueea =80 v
Proud kolektor — emitor
Upg = 50 V, Ry = 47 Q KD 501 o =10 mA
Ueg = 7OV, Ry =47 Q KD 502 ki =10 mA
Upe =90V, Rge =47 Q KD 503 been =10 mA
Sawraéni napéti kolektoru
(b=10A k=1A) Uk 44 =0,75 v




